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(57) Abstract 

Accofding to the inven- 
tion, teeth (Z) are incorporated 
into a three-dimensional, 
injection-moulded substrate (S) 
during the injection moulding 
process, said teeth being located 
in the outer edge area and/or in 
the area of a recess. A metallic 
coating (M) is then applied 
to the substrate (S). Extremely 
finely stnictured electrically 

conductive cross connections are produced when said metal coating (M) is removed in the area of the teeth (Z), especially after die teeth 
(Z) have been ground down or cut off. 




(57) Zusammenfassung 

Bei einem dreidimensionalen, spritzgegossenen Substrat (S) werden beim SpritzgieBvorgang im auBeren Randbereich und/oder im 
Bereich einer Ausqparung Zahne (Z) mitgeformt. Nach dem Aufbringen einer Metallisierung (M) auf das Substrat (S) entstehen durch 
Entfemung der Metallisierung (M) im S^ahnbereich, insbesondere nach Abschleifen Oder Abschneiden der Zahne (Z), elektrisch lettende 
Querverbindungen mit sehr hoher Stnikturfeinheit. 
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Beschreibung 

Verfahren zur Herstellung von elektrisch leitenden Querver- 
bindungen zwischen zwei Verdrahtungslagen auf einem Substrat 

5 

Integrierte Schaltkreise bekommen immer hohere AnschluSzahlen 
und werden dabei immer weiter miniaturisiert • Die bei dieser 
zunehmenden Miniaturisierung erwarteten Schwierigkeiten mit 
Lotpastenauf trag und Bestuckiing sollen durch neue Gehausefor- 

10 men behoben werden, wobei hier insbesondere Single-, Few- 

oder Mult i- Chip -Module im Ball Grid Array Package hervorzuhe- 
ben sind (DE-Z productronic 5, 1994, Seiten 54, 55) . Diese 
Module basieren auf einem durchkontaktierten Substrat, auf 
welchem die Chips beispielsweise iiber KontaktierdrShte oder 

15 mittels Flipchip-Montage kontaktiert sind. An der Unterseite 
des Substrat s bef indet sich das Ball Grid Array (BGA) , das 
haufig auch als Solder Grid Array, Land Grid Array oder Sol- 
der Bump Array bezeichnet wird. Das Ball Grid Array umfaSt 
auf der Unterseite des Substrats flachig angeordnete Lothok- 

20 ker, die eine Oberf lachenmontage auf den Leiterplatten oder 
Baugruppen ermoglichen. Durch die flachige Anordnung der 
Lothocker konnen hohe AnschluSzahlen in einem groben Raster 
von beispielsweise 1,27 mm realisiert werden. 

25 Bei der sog. MID-Technologie (MID = Moulded Interconnection 
Devices) werden anstelle konvent lonelier gedruckter Schaltun- 
gen SpritzgieiSteile mit integrierten Leiterzugen verwendet. 
Hochwertige Thermoplaste, die sich zum Sprit zgieSen von drei- 
dimensionalen Substraten eignen, sind die Basis dieser Tech- 

30 nologie. Derartige Thermoplaste zeichnen sich gegeniiber her- 
k6mmlichen Substratmaterialien fur gediruckte Schaltungen 
durch bessere mechanische, chemische, elektrische und umwelt- 
technische Eigenschaf ten aus . Bei einer speziellen Richtung 
der MID-Technologie, der sog. SIL-Technik (SIL = Spitzgiefi- 

35 telle mit integrierten Leiterzugen) , erf olgt die Strukturie- 
rung einer auf die SpritzgieSteile auf gebrachten Metall- 
schicht unter Verzicht auf die sonst ubliche Maskentechnik 
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durch ein spezielles Laser strukturierungsverfahr en. In die 
dreidimensionalen Sprit zgieSteile mit strukturierter Metalli- 
sierung sind dabei mehrere mechanische und elektrische Funk- 
tionen integrierbar . Die Gehausetragerf unktion ubernimmt 
5 gleichzeitig Fuhrungen und Schnappverbindungen, wahrend die 
Metallisierungsschicht neben der Verdrahtungs- und Verbin- 
dungsfunktion auch als elektrotnagnetische Abschirmung dient 
\ind fur eine gute Warmeabfuhr sorgt. Zur Herstellxing von 
elektrisch leitenden Querverbindungen zwischen zwei Verdrah- 

10 tungsanlagen auf einander gegeniiberliegenden Oberflachen der 
Sprit zgulSteile warden bereits beim SpritzgieSen entsprechende 
Durchkontaktierungslocher erzeugt . Die Innenwandungen dieser 
Durchkontaktierungslocher warden dann beim Matallisieren der 
Sprit zgieSteile ebenfalls mit einer Metallschicht uberzogen. 

15 Weitere Einzelheiten zur Herstellung von dreidimensionalen 
SpritzgieSteilen mit integrierten Leiterziigen gehen bei- 
spielsweise aus der DE-A-37 32 249 oder der DE-A-0 361 192 
hervor - 

20 GemaS einer aus der EP-A-0 645 953 bekannten Variante der 
MID-Technologie werden auf einem durch SpritzgieSen herge- 
stellten und mit einer Mulde versehenen Substrat nachainandar 
eine erste Leiterebene, eine Dielektrikumschicht und eine 
zweite Leiterebene erzeugt, worauf in die Mulde ein elektro- 

25 nisches Bauelement eingebracht wird, die AnschlCisse des Bau- 
elements mit zugeordneten Anschlufif ISchen auf dem Substrat 
vorzugsweise durch Bonden elektrisch leitend verbunden werden 
und dann durch Fullen der Mulde mit Kunststoff eine Verkapse- 
lung fur das Bauelement gebildet wird. Es entsteht ein kom- 

30 pakter, dunner Aufbau mit einer hohan Verdrahtungsdichte . 

Durch die versunkene Montage und Verkapselung von Bauelemen- 
ten in Mulden des sprit zgegossenen Substrat s wird neben der 
Dickenreduzierung ein optimaler Schutz von Bauelement und 
dessen AnschluSverdrahtung erzielt. 

35 

Aus der WO-A-96 096 46 ist ein sog. Polymer Stud Grid Array 
(PSGA) bekannt, welches die Vorteile eines Ball Grid Arrays 
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(BGA) mit den Vorteilen der MID-Technologie vereinigt. Die 
Bezeichnung der neuen Bauform als Polymer Stud Grid Array 
(PSGA) erfolgte dabei in Anlehnung an das Ball Grid Array 
(BGA) , wobei der Begrif f "Polymer Stud" auf beim Sprit zgiefien 
5 des Substrats mitgeformte Polymerhocker hinweisen soil. Die 
neue fur Single-, Few- oder Mult i -Chip-Module geeignete 
Bauform umf alSt 

ein spritzgegossenes , dreidimensionales Substrat aus einem 
elektrisch isolierenden Polymer, 
10 - auf der Unterseite des Substrats flachig angeordnete und 
beim SpritzgielSen mitgeformte Polymerhocker, 

auf den Polymerhockem durch eine lotbare Endoberf lache 
gebildete AuSenanschltisse, 

zumindest auf der Unterseite des Substrats ausgebildete 
15 Leiterzuge, die die AuJSenanschlusse mit Innenanschliissen ver- 
binden, und 

mindestens einen auf dem Substrat angeordneten Chip, des- 
sen Anschlusse mit den Innenanschliissen elektrisch leitend 
verbunden sind. 

20 

Neben der einfachen und kostengiinstigen Herstellung der Poly- 
merhocker beim SpritzgielSen des Substrats kann auch die Her- 
stellung der AuSenanschlusse auf den Polymerhockem mit mini- 
malem Auf wand zusammen mit der bei der MID-Technologie bzw. 

25 der SIL-Technik ublichen Herstellung der LeiterzQge vorgenom- 
men werden. Durch die bei der SIL-Technik bevorzugte Laser- 
f einstrukturierung konnen die AuJSenanschlusse auf den Poly- 
merhockem mit hohen AnschluSzahlen in einem sehr feinen Ra- 
ster realisiert werden. Hervorzuheben ist ferner, dafi die 

30 Temperaturausdehnung der Polymerhocker den Temperaturausdeh- 
nungen des Substrats und der das Modul aufnehmenden Leiter- 
platte entspricht. Sollten mechanische Spannungen auftreten, 
so ermSglichen die Polymerhdcker durch ihre elastischen Ei- 
genschaften zumindest einen teilweisen Ausgleich. Durch die 

35 Formstabilitat der auf den Polymerhockem gebildeten AuSenan- 
schlusse kann auch die Sicherheit bei Reparatur und Austausch 
gegeniiber den Ball Grid Arrays mit ihren durch Lothocker ge- 
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bildeten Anschlussen erheblich gesteigert werden. Bei dem Po- 
lymer Stud Grid Array sind die Polymerhocker und der Chip 
Oder die Chips iiblicherweise auf der gleichen Seite des 
Substrats angeordnet . Bei einem mit Durchkontaktierungen ver- 
5 sehenen Substrat k6nnen die Polymerhocker und der Chip oder 
die Chips durchaus auch auf verschiedenen Seiteri des 
Substrats angeordnet sein. Eine derartige Anordnung von Poly- 
merhockern und Chips auf gegeniiberliegenden Seiten des 
Substrats ist insbesondere bei groSen Chips, die eine Viel- 
10 zahl von zugeordneten AuSenanschlussen benotigen, interes- 
sant . 

Aus der WO-A-89 00346 sind fur die Oberf lachenmontage geeig- 
nete Single -Chip-Module bekannt, die auf einem spritzgegosse- 

15 nen dreidimensionalen Sxibstrat mit Durchkontaktierungsldchem 
basieren. Neben diesen Durchkontaktierungsldchem erhalt das 
Siabstrat beim Spritzgiefien eine zentral auf der Oberseite an- 
geordnete Mulde und eine Vielzahl von in ein oder auch in 
zwei peripheren Reihen auf der Unterseite angeordneten Poly- 

20 merhockern. Der auf der Oberseite in der Mulde angeordnete 
Chip wird liber feine Kontaktierdrahte mit zugeordneten, 
streif enfdrtnig nach auSen fiihrenden Leiterbahnen verbunden. 
Diese Leiterbahnen sind dann liber im aufieren Bereich angeord- 
neten Durchkontaktierungen mit den zugeordneten, oberflach- 

25 lich metallisierten Polymerhockern elektrisch leitend verbun- 
den. Werden dann die Randbereiche des Substrats mit mittig 
durch die Durchkontaktierungslocher gehenden Schnittlinien 
abgetrennt, so entstehen elektrisch leitende Querverbindungen 
mit halbrundem Querschnitt, welche die aulSeren Enden der auf 

3 0 der Oberf lache des Substrats angeordneten Leiterbahnen mit 

den zugeordneten auf der Unterseite des Substrats angeordne- 
ten Polymerhockern elektrisch leitend verbinden. 

Der im Anspruch 1 angegebenen Erf indung liegt das Problem zu- 
35 grunde, bei der MID-Technologie die Herstellung von elek- 
trisch leitenden Querverbindungen zwischen zwei Verdrahtungs- 
lagen auf der Oberseite und der Unterseite eines spritzgegos- 
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senen Substrats zu vereinf achen. Die Querverbindungen sollen 
dabei insbesondere auch fur die vorstehend erlauterten Poly- 
mer Stud Grid Arrays geeignet sein. 

5 Die rait der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesonde- 
re darin, daS gegenuber der konventionellen Durchkontaktie- 
rungstechnik mit metallisierten L6chern wesentlich feinere 
Strukturen mit einer hoheren Zuverlassigkeit der Querverbin- 
dungen realisiert werden konnen. Die nach aufien offene Ver- 
io zahnung der Substrate kann im Gegensatz zu den Innenwandungen 
enger Durchkontaktierungsldcher mit einer sehr guten Schicht- 
dickenverteilung metallisiert werden. Die Strukturierung der 
Metallisierung in die einzelnen Querverbindungen durch zumin- 
dest teilweise Entfemung der Metallisierung im Bereich der 
15 Zahne erfordert dabei nur einen geringen Aufwand. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen des erf indungsgeraaSen Verfahrens 
sind in den Anspruchen 2 bis 9 angegeben, Eine besonders vor- 
teilhafte Anwendung des Verfahrens ist im Anspruch 10 angege- 
2 0 ben . 

Die Weiterbildung nach Ansproxch 2 ermoglicht eine besonders 
feine Strukturierung der zahne bei SpritzgielSen. 

25 Die Ausgestaltung nach Anspruch 3 ermoglicht die Anwendung 

der erf indungsgemaSen Querverbindungen bei Polymer Stud Grid 
Arrays. Hervorzuheben ist dabei, daS die Z^hne und die Poly- 
merhocker bzw. Polymerstuds im gleichen Arbeitsgang beim 
SpritzgielSen erzeugt werden - 

30 

Die Ausgestaltung nach Anspruch 4 hat den Vorteil, daS beim 
Aufbringen der Metallisierung auf Technologien zurQckgegrif - 
fen werden kann, die sich bei der Herstellxing gedruckter 
Schaltungen seit langer Zeit bewShrt haben. 

35 

Obwohl das erf indungsgemaSe Verfahren prinzipiell auch in Se- 
miadditivtechnik durchgefiihrt werden kann, bietet die Sub- 
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traktivtechnik gemaS Anspruch 5 etliche Vorteile. Neben der 
einfachen und wirtschaft lichen Erzeugung der gewunschten Lei- 
termuster ist hier insbesondere die Moglichkeit der Laser- 
f einstrukturierung hervorzuheben/ die unter Verzicht auf die 
5 aufwendige konventionelle Photolithographie auch bei dreidi- 
mensionalen Substraten die Erzeugung feinster Strukturen er- 
moglicht. GemaS Anspruch 6 kann die Atzresistschicht hierbei 
auf einfache Weise durch die galvanische Abscheidung von Zinn 
Oder Zinn-Blei aufgebracht und anschlieSend durch Bearbeitung 
10 mit dem Laserstrahl strukturiert werden. 

Die Weiterbildung nach Anspruch 7 ermoglicht eine besonders 
einfache und zuverlassige mechanische Strukturierung der Me- 
tallisierung zur Erzeugixng der Querverbindungen • Insbesondere 
15 kann diese mechanische Strukturierung im Bereich der Stirn- 

seiten der Substrate gemas Anspruch 8 durch Abschleifen oder, 
gemaS Anspruch 9, durch Abschneiden der Zahne besonders rasch 
land einfach durchgef Cihrt werden. 

20 GemaS Anspruch 10 ist das erf indungsgemaSe Verfahren insbe- 
sondere fur die Herstellung eines Polymer Stud Grid Arrays 
mit einem auf der Oberseite des Substrats angeordneten Chip 
geeignet . Durch die Anordnung des Chips auf der Oberseite und 
durch die Anordnung der Hocker bzw. Polymer Studs auf der Un- 

25 terseite des Substrats ergeben sich hier ideale Voraussetzun- 
gen fur die Realisierung von sog. Chip Scale Packages, bei 
welchen die Abmessungen des Arrays im wesentlichen den Abmes- 
sungen des Chips entsprechen. 

30 Ein Ausf ahrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung 
dargestellt und wird im folgenden naher beschrieben. 
Es zeigen 

Figur 1 eine teilweise Drauf sicht auf ein Substrat mit in- 
tegral angeformten ZShnen im SulSeren stirnseitigen 
35 Bereich, 

Figur 2 eine dreidimensionale Darstellung der Zahne gemSfi 
Figur 1, 
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Figur 3 sine teilweise Draufsicht auf ein Substrat mit in- 
tegral angeformten Zahnen im Bereich einer Ausspa* 
rung des Substrats, 

Figur 4 die teilweise Draufsicht auf das Substrat gemafi Fi- 
5 gur 1 nach dem Auftragen einer Metallisierung und 

eines Atzresists, 

Figur 5 die teilweise Draufsicht auf ein Substrat gemaiS Fi- 
gur 4 nach der Lasers trukturierung, 

Figur 6 eine teilweise Draufsicht auf das Substrat gemaS 
10 Figur 4 nach dem Abschleifen der Zahne zur Bildung 

von Querverbindungen und 

Figur 7 eine Seitenansicht des als Polymer Stud Grid Arrays 
ausgebildeten Substrats. 



15 GemaiS Figur 1 wird von einem Substrat S ausgegangen, welches 
im auSeren stirnseitigen Bereich eine Vielzahl von im gleich- 
maSigen Abstand zueinander angeordneten Zahnen Z aufweist. 
Die Herstellung des Substrats einschlieElich der Zahne Z und 
den spater noch anhand der Figur 7 zu erlauternden Hocker H 

20 erfolgt durch SpritzgieSen, wobei als Substratmaterialien 

hochtemperaturbestSndige Thermoplaste wie Polyetherimid, Po- 
lyethersulf on oder Polyamid geeignet sind. Die dreidimensio- 
nale Darstellung gemaS Figur 2 zeigt, dafi die zahne Z in Form 
eines Wellenprof ils mit ebener Grundflache ausgebildet sind 

25 und sich zwischen der Oberseite O und der Unterseite U des 

Substrats S erstrecken. Im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel 
sind Oberseite O und Unterseite U parallel zueinander ausge- 
bildet, d.h. samtliche Zahne Z, die selbstverstSndlich auch 
an die anderen drei Stirnseiten des Substrats S integral an- 

30 geformt sein konnen, sind gleichlang, Figur 3 zeigt, daS die 
Zahne Z prinzipiell auch im Bereich einer Aussparung A des 
Substrats S integral an die Stimf lachen der Aussparung A an- 
geformt sein konnen. Neben der hier dargestellten rechteck- 
formigen Aussparung A konnen auch andere Formen, wie z.B. 

35 kreisrunde Formen oder langlochartige Formen geeignet sein. 
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Das durch SpritzgieBen hergestellte Substrat S wird zunSchst 
einer Reihe von ublichen Vorbehandlungen unterzogen, insbe- 
sondere Beizen, Reinigen, Bekeimen und Aktivieren der Bekei- 
mung. AnschlieJSend wird gemaS Figur 4 durch auSenstromlose 
5 chemische Kupf erabscheidung und nachfolgende galvanische Kup- 
ferabscheidung eine Metallisierung M ganzflachig auf das 
Substrat S aufgebracht. Danach wird durch stromlose oder auch 
durch galvanische Abscheidung von Zinn ein Atzresist AR auf 
die Metallisierung M aufgebracht. Da in Figur 4 nur der hier 
10 interessante stirnseitige Bereich des Substrats mit Zahnen Z 
dargestellt ist, muS darauf hingewiesen werden, daS sowohl 
die Metallisierung M als auch das Atzresist AR das gesamte 
Substrat S ganzflSchig uberziehen. 

15 Nach dem Aufbringen des Atzresists AR erfolgt gemafi Figur 5 
die Strukturierung der Metallisierung M auf der Oberseite O 
und der Unterseite U (vergleiche Figur 2) des Substrats S. Im 
hier dargestellten Ausf uhrungsbeispiel wird in samtlichen Be- 
reichen, die nicht dem gewiinschten Leitermuster der zu bil- 

20 denden Verdrahtungslagen entsprechen, das Atzresist AR mit- 

tels Laserstrahlung wieder entfernt, Weitere Einzelheiten ei- 
ner derartigen Laserstrukturierung gehen beispielsweise aus 
der DE-A-37 32 249 hervor. AnschlieSend werden die nicht ge~ 
schvitzten Bereiche der Metallisierung M durch Atzen bis zur 

25 Oberfiache des Substrats S abgetragen. Aus Figur 5 ist er- 
sichtlich, daS mit diesem Strukturierungsvorgang auf beiden 
Seiten des Sxibstrats S Leiterbahnen L entstehen, die sich je- 
weils im Bereich zwischen zwei Zahnen Z zum Rand des 
Substrats S hin erstrecken. Die in Figur 5 dargestellte 

30 Trennlinie T dient nur zur Unterscheidung der oberf lachlichen 
Metallisierxing M mit den Leiterbahnen L und der stimseitigen 
Metallisierung M. Tatsachlich erstreckt sich die Metallisie- 
rung M jedoch ohne jegliche Trennung iiber das Substrat S. 

35 Nach der geschilderten Bildung der Verdrahtungslagen auf 
Oberseite O und Unterseite U (vergleiche Figur 2) des 
Substrats S werden die Zahne Z durch Schleifen oder auch 
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durch Schneiden abgetragen. Gemafi Figur 6 entstehen hierdurch 
im stirnseitigen Bereich der fruheren Zahnlucken elektrisch 
voneinander isollerte Querverbindungen Q. 

5 Figur 7 zeigt eine Seitenansicht des Substrats S mit Leiter- 
bahnen Querverbindungen Q und mit den bereits erwahnten 
Hockern H, die auf der Unterseite U flachig angeordnet sind. 
Auf die Oberseite O des Substrats S ist ein Chip C aufge- 
bracht, dessen Kontaktieriong entweder in der links darge- 
10 stellten Wire-Bond-Technik mit Bonddrahten B oder in der 

rechts dargestellten Flip-Chip-Technik mit Anschlussen A er- 
folgt. Bei der Wire-Bond-Technik ist der Chip C uber eine 
Klebschicht K mit der Oberseite O des Substrats S verbunden. 

15 Figur 7 zeigt deutlich, daS die einzelnen AnschlQsse des 

Chips C uber Leiterbahnen L auf der Oberseite O, liber stirn- 
seitige Querverbindungen Q und uber Leiterbahnen L auf der 
Unterseite U mit zugeordneten Hdckern H elektrisch leitend 
verbunden sind. Auf die Unterseite der metallisierten Hocker 

20 H ist eine lotbare Endoberf ISche E aufgebracht/ die bei- 

spielsweise durch eine Schichtenf olge von Nickel und Gold ge- 
bildet wird- 

Bei dem in Figur 7 dargestellten Gebilde handelt es sich urn 
25 ein Polymer Stud Grid Array, das insgesamt mit PSGA bezeich- 
net ist. Weitere Einzelheiten derartiger Polymer Stud Grid 
Arrays gehen beispielsweise aus der WO-A-96 09646 hervor. 

Bei dem in Figur 7 dargestellten Polymer Stud Grid Arrays 
30 PSGA sind die AuSenabmessungen von Chip C und Substrat S etwa 
gleich grofi. Es handelt sich somit urn eine Gehauseform, die 
ublicherweise als Chip Scale Package bezeichnet wird. Es ist 
auch klar zu erkennen, daS die stirnseitigen Querverbindungen 
Q mit ihrer hohen Strukturf einheit eine auSerst kompakte Aus- 
35 gestaltung des gesamten Polymer Stud Grid Arrays PSGA ermog- 
lichen und damit einen entscheidenden Anteil an der Realisie- 
rung des Chip Scale Package haben. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung von elektrisch leitenden Quer- 
verbindungen (Q) zwischen zwei Verdrahtungslagen auf der 
5 Oberseite (O) und der Unterseite (U) eines Substrats (S) , mit 
folgenden Schritten: 

a) Herstellung des Substrats (S) aus elnem elektrisch isolie- 
renden Kunststoff durch Spritzgiefien, wobei im aulSeren 
stirnseitigen Bereich des Substrats (S) und/oder im Be- 

10 reich einer Aussparung (A) des Substrats (S) mehrere im 

Abstand zueinander angeordnete^ sich zwischen Oberseite 
(O) und Unterseite (U) erstreckende, integrale Zahne (Z) 
beim Sprit zgiefien mitgeformt werden; 

b) Aufbringen einer Metallisierung (M) auf das Substrat (S) ; 
15 c) Entfemen der Metallisierung (M) zumindest in den an das 

gewunschte Leitermuster angrenzenden Bereichen und im 
stirnseitigen Bereich der Z&hne (Z) , derart, daS zwischen 
den Zahnen (Z) elektrisch voneinander isolierte Querver- 
bindungen (Q) entstehen. 

20 

2 - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net , daS im Schritt a) beim Spritzgiefien des Substrats (S) 
zahne (Z) nach Art eines Wellenprof ils geformt werden. 

25 3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS im Schritt a) beim Spritzgiefien des 
Substrats (S) auf dessen Unterseite (U) flachig angeordnete 
Polymerhocker (H) mitgeformt werden und daE nach dem Aufbrin- 
gen der Metallisierung (M) eine lotbare Endoberf lache (E) auf 

30 die Polymerhocker (H) aufgebracht wird. 

4 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche , da- 
durch gekennzeichnet, daS die Metallisierxing (M) 
durch stromlose xind galvanische Abscheidung von Kupfer auf 
35 das Substrat (S) aufgebracht wird. 
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5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, daS nach dem Schritt b) ein 
Atzresist (AR) auf die Metallisierung aufgebracht wird, daS 
das Atzresist (AR) zumindest in den an das gewiinschte Leiter- 
5 muster angrenzenden Bereichen mittels Laserstrahlung wieder 
entfemt wird und daiS dann die f reiliegenden Bereiche der Me- 
tallisierung (M) bis zur Oberflache des Substrats (S) abge- 
atzt wird. 

10 6 . Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net , dafi das Atzresist (AR) durch galvanische Abscheidung 
von Zinn oder Zinn-Blei aufgebracht wird. 

7 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche , d a - 
15 durch gekennzeichnet, dafi die Metallisierung (M) im 

stirnseitigen Bereich der Zahne (Z) mechanisch entfernt wird. 

8 . Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
n e t , dafi die Metallisierung (M) im stirnseitigen Bereich 

20 der Zahne (Z) durch Abschleifen der zahne (Z) entfernt wird. 

9 . Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net/ dafi die Metallisierung (M) im stirnseitigen Bereich 
der zahne (Z) durch Abschneiden der Zahne (Z) entfernt wird. 

25 

10. Anwendung des Verfahrens nach einem der Anspruche 3 bis 
9, bei der Herstellung eines Polymer Stud Grid Arrays (PSGA) 
mit einem auf der Oberseite des Substrats (S) in Wire-Bond- 
Technik oder in Flip- Chip -Technik angeordneten Chip. 

30 



wo 99/10926 



PCT/EP98/05251 




FIG 3 



wo 99/10926 



PCT/EP98/05251 



2/2 
FIG 4 




INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



In itionaj Application No 

PCT/EP 98/05251 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 6 H01L21/48 H01L23/13 



According to International Patent Ctassilication (IPC) or to both national classiflcatton and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searclied (classification system followed by classification symbols) 

IPC 6 HOIL 



Documentation searched other ttian minimum documentation to the extent that such documents are Included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the intematlcnai search (name of data base and, where practical, search terms used) 



C. OOCUIVIENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category 


citation of document with mdicalion, whan appropriats, of ttw ralsvant passages 


Helevant to claim No. 


Y 


"Method of making multilayer packages by 


1 




stamping and laser ablation" 






IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, 






vol. 33, no. 4, September 1990, pages 






405-406, XP002090043 






new york 




A 


see the whole document 


5 


Y 


BENDER D K ET AL: "HIGHER DENSITY USING 


1 




DIFFUSION PATTERNED VIAS AND FINE-LINE 






PRINTING" 






IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS, PACKAGING 






AND MANUFACTURING TECHNOLOGY: PART A, 






vol. 17, no. 3, 1 September 1994, pages 






485-489, XP000462350 






see figure 3 






-/-- 





Further documents are listed in the continuation of box C. 



ID 



Patent family memftiers are fisted in annex. 



" Special categories of cited doct^ients : 

"A" document defining the general state of the art which is not 

considered to be of particular relevance 
"E" earlier document but published on or after the intematlonal 

filing date 

••L" document which may throw doubts on priority claim(3) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other nraans 

"P" document pubUshed prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



T* tater document published after tins international filing date 
or priority date and not In conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory undertying the 
invention 

"X" document of particular reievance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taicen alone 

"Y" document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document Is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in ttie art. 

document memtser of the same patent family 



Date of the actual completion of the International search 

14 January 1999 


Date of maiflng of the international search report 

28/01/1999 


Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office. P.B. 5818 Patentlaan 2 
Nt-2280HVRilswi|lc 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Authorized officer 

De Raeve, R 



Foan PCT/iSA^1 0 (second sfte«t) (July 1 992) 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



rr ationai Application No 

PCT/EP 98/05251 



C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category " Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to daim No. 



wo 96 09646 A (SIEMENS NV ;IMEC INTER UNI 

MICRO ELECTR (BE); HEERMAN MARCEL (BE);) 

28 March 1996 

cited 1n the application 

see figure 1 



10 



US 5 196 089 A (KAMBE ROKURO 
23 March 1993 
see figures 8-10 



ET AL) 



US 3 483 308 A (WAKELY WILBUR T) 
9 December 1969 
see figures 1,3 



10 



Fbmi PCT/ISASIO (eonaniMtlon «l swond ihMt) (July IMi) 



page 2 of 2 



INTERNATIONAJL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 



li .ational Apptication No 

PCT/EP 98/05251 



Patent document 
cited in search report 



Publication 
date 



Patent family 
mefnt>er(s) 



Publication 
date 



WO 9609646 



28-03-1996 



EP 
JP 



0782765 A 
9511873 T 



09-07-1997 
25-11-1997 



US 


5196089 


A 


23-03-1993 


JP 


5013960 


A 


22-01-1993 


us 


3483308 


A 


09-12-1969 


DE 


1952569 


A 


06-05-1970 










FR 


2021493 


A 


24-07-1970 










GB 


1263126 


A 


09-02-1972 










NL 


6915455 


A 


28-04-1970 



Forni PCT/ISAAIO (pat«m fafrrily amm) (July 1992) 



INTCRNATIONALER RECHEKCHENBERICHT 



Int itlonales Aktenzeichen 

PCT/EP 98/05251 



A. KLASStFIZIERUNG DES ANMELOUNGSGEGENSTANOES 

IPK 6 H01L21/48 H01L23/13 



Nach dar Intemationaien PatentKlasaif ikation (IPK) Oder nach der naMonalan KlasatfHcallon und der IPK 
B. RECHERCHIERTE GEBIETE 

RacheFchlertar MindestprOfatoff (Klaasifikationsaystem und Klaaatfikattonssymbola ) 

IPK 6 HOIL 



Racherchierte aber nicht rum Mindestprufstoff gehdranda Vardffantllchungan. sowait diesa untar dia racharchiartan Gabiata falian 



Wdhrend dar intarnationalen Recherche konsutUerte alektronische Oatanbank (Name der Oatenbank und evtl. verwendete Suchbegrtffe) 



C. ALS WESENlLtCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategoria' Sazaichnung der Vardffantlichung, sowait erfordeillch unter Angabe der In Betracht kommenden Telle 



Batr. Anapruch Nr. 



"Method of making multilayer packages by 
stamping and laser ablation" 
IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, 
Bd. 33, Nr. 4, September 1990, Selten 
405-406, XP002090043 
new york 

slehe das ganze Dokument 

BENDER D K ET AL: "HIGHER DENSITY USING 
DIFFUSION PATTERNED VIAS AND FINE-LINE 
PRINTING" 

IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS, PACKAGING 
AND MANUFACTURING TECHNOLOGY: PART A, 
Bd, 17, Nr, 3, 1. September 1994, Selten 
485-489, XP0G0462350 
slehe Abb 11 dung 3 



lU 



Waitara Varofrantlichungan sind der Fortsatzung von Feld C zu 
antnahmen 



ID 



Siaha Anhang Patentfamilie 



* Basondare Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen T' 

-A" Verdffentlichung, die den altgemeinen Stand derTechnUcdeflniert 
abernicht als besonders bedeutsain anzusehen isl 

'E" aitaras Ookumant. das (edoch erst am Oder nach dam Intarnationalen 

Anmeldedatum vardffantlicht wordon ist -j^i 

'L* Ver6ffarttlichung, die geaignet ist. <dinen Priontatsanspruch zweifalhaft er- 
schainan zu fasaan, Oder durch dia das Verdffantllchungsdatum dinar 
andaren im Recharchanbaricht gananntan V/ardffantlichung belagt warden 
soli Oder die aus einem anderan besondaran Gnjnd angegaban Ist (wie 
ausgefOhrt) 

"O" Verdffentlichung, dia sfch aul eina mundltehe Offenbanjng, 

eine Benutzung, aina AusstaUung oder andere Mafinahmen bezieht 
"P" Verdffentlichung. die vor dam intemationaien Anmetdadatum, abor nach 
dam beanspruchton Priorit^tsdatum veroffarrtBcht wvordan isl 



Spatera Verdtfentiichung. die nach dem Intemationaien Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatadatum verdffentlicht worden ist und mit dar 
Anmeidung nicht l<oUidlert. sondem nur zum Verstdndnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugmndellegenden 
Theorie angegaban ist 

Verdffentlichung von basondarer Bedeutung; dia beanspnjchte Ertlndung 
kann allein aufgrund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf 
erf inderischer Tatigkeit beruhend betrachtet warden 

Vardfrentlk:hur)g von besonderer Bedeutur^; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erf inderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden. wann dia Vardffanttichung mit ainer oder mehreren anderen 
Verdffentlichungen dieser Katagoria in Verbindung gebracht wird und 
dioso Vorbindung fur oinen Facnmann naheiiagend ist 

VertitfenlUchung, die Mitglled dersotban Patentfamilte ist 



Datum dee Abschlusses der intemationaien Recherche 

14. Januar 1999 


Absendedatum des intemationaien Recherchenberichte 

28/01/1999 


Name und Postanschrift der Intemationaien Recherchenbehdrde 
Europdiechee Patentamt. P.B. 5818 Patenttaan 2 
NL-2280HV Riiswtjk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 


BevollmAchtigter Bediensteter 

De Raeve, R 



Fonnbtatt PCT/I8A/210 (Bl«lt 2) (Jui 1992) 



Selte 1 von 2 



internahonaler reoierchenbericht 



Irr. ttionaitts Aktmizeichen 

PCT/EP 98/05251 



C.(FortS6tEung) ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie" Bezsichnung der Variiffentlichung, soweit erfordoriich untar Angabd der in Batraeht komm«nden T»il« 



Batr. Anspruch Nr. 



wo 96 09646 A (SIEMENS NV ;IMEC INTER UNI 

MICRO ELECTR (BE); HEERMAN MARCEL (BE);) 

28. Marz 1996 

In der Anmeldung erwShnt 

slehe Abb 11 dung 1 



10 



US 5 196 089 A (KAMBE ROKURO 

23. Marz 1993 

slehe Abblldungen 8-10 



ET AL) 



US 3 483 308 A (UAKELY WILBUR T) 
9. Dezetnber 1969 
siehe Abblldungen 1,3 



10 



FomnMaS PCT/ISA/210 (Fortsoaung von Btan 2) (JuU 1992) 



Selte 2 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Angabon zu VordfTantHchMigen, die zur selten Patanttamiia gehdran 



Int donates Aktenzeichen 

PCT/EP 98/05251 



Im Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
Verdffentlichung 



MjtQljed(er) der 
Patentfamitie 



Datum der 
Verdffentlichung 



wo 


9609646 


A 


28-03-1996 


EP 


0782765 A 


09-07-1997 










JP 


9511873 T 


25-11-1997 


us 


5196089 


A 


23-03-1993 


JP 


5013960 A 


22-01-1993 


us 


3483308 


A 


09-12-1969 


OE 


1952569 A 


06-05-1970 










FR- 


2021493 A 


24-07-1970 










GB 


1263126 A 


09-02-1972 










NL 


6915455 A 


28-04-1970 



Foimbtott PCT/ISA/210 (Anting Pal«Tir«fnMt«)(JuH 1 892) 



